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概要（目的・用途・実施
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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

反応性スパッタリング成膜によって形成した窒化物圧電薄膜は成膜条件や成膜後の
処理によって大きく結晶性や特性が変化する。成膜条件等と膜特性の関係を介在す
る要因のひとつが膜中欠陥だと考えられる。これをカソードルミネッセンスにより
検証したい。

実験
Experimental

窒化物圧電薄膜を形成する下地にプラズマエッチング処理を施し、平滑化する。エッ
チング処理時間を変えて粗さを変化させたうえで窒化物圧電薄膜をスパッタ成膜す
る。（自機関） 下地粗さを変化させたサンプルを数種類、カソードルミネセンスに
より分析する。（支援機関）

結果と考察
Results and Discussion

図１にエッチング時間を変化させた３種類のサンプルのカソードルミネセンススペ
クトルを示す。エッチング時間23ｓで発光強度は低下しており、膜中欠陥密度が低
下したものと考えられる。エッチング時間を90ｓに増加しても発光強度の増加はな
く、欠陥密度は飽和していると考えられる。こうした欠陥密度の傾向は、膜の結晶
性、リーク電流などの電気特性を対応している。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

窒化物圧電薄膜のカソードルミネセンススペクトル
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